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Abstract (en)
[origin: US4128439A] A method is provided for making a field effect transistor which comprises forming a layer of an ion beam masking material
on the surface of a semiconductor body of one-type conductivity having at least two adjacent apertures with at least a portion of the masking layer
between these apertures and in contact with the semiconductor body surface being an electrically insulative material. Then, a beam of ions of
opposite-type conductivity is directed at the mask body at an energy and dosage sufficient to form two buried regions of opposite-type conductivity
fully enclosed within said one-type body respectively beneath these two apertures. Finally, sufficient heat is applied so that the two buried regions
diffuse upward until they extend respectively to the surface of the semiconductor body beneath the two apertures; the masking material must have a
melting point above the temperature of the diffusion step.

Abstract (de)
Bei einem Verfahren zur Herstellung einer Halbleiteranordnung mit verbesserter Selbstjustierung, insbesondere einer Isolierschicht-
Feldeffekttransistorstrucktur mit selbstjustierter Gate-Elektrode, werden zur Erzielung von möglichst exakt selbstijustierten Dotierungsgebieten mit
gleichwohl relativ grosser Eindringtiefe die Dotierungsgebiete zunächst mittels lonenimplantation als vergrabene Gebiete (18, 19) im Halbleiterkörper
(10) in der durch eine Maskierung bestimmten gegenseitigen Anordnung gebildet. Durch eine nachfolgende Wärmebehandlung wird die gewünschte
Ausdehnung der so gebildeten vergrabenen Gebiete bis zum Erreichen der Halbleiteroberfläche herbeigeführt.
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